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eii) Title: DEVICE FOR PRODUCING SINGLE CRYSTALS 



(5^) Bezeichnung: VORRICHTUNG ZUR HERSTELLUNG VON EINKRISTALLEN 
Abstract 

The invention relates to a device for producing single crystals, for 
example gallium-arsenide single crystals having a large diameter. The device 
comprises a cylindrical heating system with a bottom heating element (2), 
a top heating element (3) and a jacket heating element (5). The heating 
' irfaces of the bottom and top heating elements are significantly greater than 
the cross-sectional area of the single crystal to be produced. The reaction 
chamber further comprises an insulator (6) which is configured such that a 
radial heat flow is suppressed and a strictly axial heat flow over the full height 
of the reaction chamber is ensured between the top heating element (3) and the 
bottom heating element (2). 

(57) Zusammenfassung 

Es wird eine Vorrichtung zur Herstellung von Einkristallen, beispiel- 
sweise von Galliumarsenid-Einkristallen mit grossem Durchmesser bereit- 
gestellt, die eine zylindrische Heizeinrichtung mit einer Bodenheizung (2) und 

einer Deckelheizung (3) und eine Mantelheizung (5) aufweist. Die Heizfidche des Boden- und des Deckelheizers sind wesentUch grOsser 
als die Querschnittsflache des herzustellenden Einkristalls. Im Reaktionsraum ist femer ein Isolator (6) vorgesehen, das so ausgebildet ist, 
dass ein radial er Warmefiuss unterbunden wird und ein streng axialer Warmefiuss Uber die gesamte Hdhe des Reaktionsraumes zwischen 
dem Deckel heizer (3) und dem Bodenheizer (2) gewahrleistet wird. 
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SUMMARY 

A device is made available for producing monocrystals , for 
example large-diameter gallium arsenide monocrystals , that 
has a cylindrical heating appliance with a floor heater (2) 
and a cover heater (3) , The heating surfaces of the floor 
and the cover heater are considerably larger than the 
cross-sectional area of the monocrystal to be produced. In 
addition^ an insulator (6) is planned for the reaction 
space that is designed to prevent a radial heat flow and 
the guarantee a strictly axial heat flow over the complete 
height of the reaction space between the cover heater (3) 
and the floor heater (2) . 



(Fig. 1) 



